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(54) ПРИМЕНЕНИЕ ДИАМАГНИТНЫХМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФОКУСИРОВКИ ЛИНИЙ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ

(57) Формула изобретения
1. Применение диамагнитных материалов в магнитном поле, в которое вводят

парамагнитный материал, в качестве средств фокусировки магнитных силовых линий
на парамагнитном материале.

2. Применение по п.1, отличающееся тем, что парамагнитный материал окружен
диамагнитнымматериалом в основномпараллельно силовымлинияммагнитного поля.

3. Применение по п.1, отличающееся тем, что парамагнитный материал имеет
включения диамагнитного материала в основном вдоль силовых линий магнитного
поля.

4. Применение по п.1, отличающееся тем, что пространство, в которое вводят
парамагнитный материал в магнитном поле, окружено диамагнитным материалом в
основном параллельно силовым линиям магнитного поля.

5. Применение по п.1, отличающееся тем, что парамагнитныйматериал представляет
собой магнетокалорический материал.

6. Применение по п.5, отличающееся тем, что магнетокалорический материал
выбирают из группы, которую образуют

(1) соединения с формулой (I)

где параметры имеют следующие значения:
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А Mn или Со,
В Fe, Cr или Ni,
С, D, Е по меньшей мере два из С, D, Е отличны друг от друга, концентрации их не

исчезающе малы, и они выбраны из группы, которую образуют Р, В, Se, Ge, Ga, Si, Sn,
N, As и Sb, причем по меньшей мере один из С, D и Е представляет собой Ge, As или Si,

δ число в пределах от - 0,1 до 0,1,
w, х, у, z числа в пределах от 0 до 1, причем w+х+z=1;
(2) соединения на основе La и Fe общих формул (II), и/или (III), и/или (IV)

где х число от 0,7 до 0,95,
у число от 0 до 3,

где х число от 0,7 до 0,95,
у число от 0,05 до 1-х,
z число от 0,005 до 0,5

где х число от 1,7 до 1,95, и
(3) гейслеровские (Heusler) сплавы типаMnTP, где Т представляет собой переходный

металл, а Р металл легированный добавками р-типа и числом электронов на атом е/а
в пределах от 7 до 8,5.

7. Применение по п.6, отличающееся тем, что магнетокалорический материал
выбирают из по меньшей мере четвертичных соединений общей формулы (I), которые
помимо Mn, Fe, P и при необходимости Sb дополнительно содержат Ge, или Si, или As,
или Ge и Si, или Ge и As, или Si и As, или Ge, Si и As.

8. Применение по одному из пп.1-7, отличающееся тем, что диамагнитный материал
выбирают из пластмасс, дерева, оксидов металлов, керамики, кожи, текстиля или их
смесей.

Стр.: 2

R
U

2
0
1
2
1
0
6
0
8
0

A
R

U
2
0
1
2
1
0
6
0
8
0

A


	Биб.поля
	Формула

